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BF 964 N-csatornás két Gate-es MOS térhatású kiürítéses módú tetroda 

Meretek mm-ben 

max032 max.£7 

sí 
11 

Ajánlott alkalmazás 
VHF hangoló egység bemenő és keverő fokozatában. 

Jellegzetes tulajdonságok: 
Gate-et védő diódák beépítve. 
Nagy keresztmoduláció-feldolgozás. 
Alacsony zajtényező. 
Nagy AGC átfogási tartomány. 
Kicsi visszaható kapacitás. 
Kicsi bemenő kapacitás. 

max 42 
G 2 

Gi 
Tok : T O - 5 0 
Tömeg: kb 0,1 g 5 

D 

S 

M A X I M Á L I S H A T Á R A D A T O K J E L Ö L É S B F 9 6 4 E G Y S É G 

D r a i n - S o u r c e feszü l tség V D S 20 V 

Drain aram 'D 30 mA 

1-es és 2 -es Gate á l ta l v e z é r e l t 
_ i I I I 
Source aram csúcsértéke ± I G 1/2 S M 10 mA 

Tel jes teljesitménydisszipöció T a m b = 6 0 ° C Ptot 200 mW 

Csatorna hőmérséklet 150 °C 

Tárolási hőmérséklet Tstg - 5 5 . . . +150 °c 

H O E L L E N Á L L A S 

csatorna és környezet között RthCA 450 K / W 

40x25x1 |5mm egy oldalán 35 /um Cu fóliás 

nyomtatott áramköri lapra szerelve 
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S T A T I K U S J E L L E M Z Ő K 

Tamb : : 25 0 C h a másként nincs megadva J E L Ö L E S B F 9 6 4 E G Y S É G 

D r a i n - S o u r c e letöresi feszültség 
I d = 1 0 A J A , - V G 1 S = - V G 2 S = A V V(BR)DS >20 V 

l - e s Gate és Source közötti letöresi feszültség 

+ l G 2 S = ! 0mA i V G 2 S = V D S = 0 
± V ( B R ) G 1 S S > 6 V 

2-es Gate és Source közötti letörési feszültség 
± l G 2 S , 1 0 m A , V G 1 S , V D S = 0 - V (BR)G2SS > 6 V 

1-es Gate - Source visszáram 
± V G 1 S = 5 V , V G 2 S , V D S . 0 1G1SS < 50 nA 

2 -es G a t e - S c u r c e visszáram 
V G2S = 5V , V G 1 5 = V D 5 = 0 >G2SS < 50 nA 

Drain áram 
V D S = 1 5 V , V G 1S = 0 , V G 2 S = AV ' D S S >2 < 20 m A 

1-es G a t e - S o u r c e zaröfeszültség 
V D S = 1 5 V i V G2S =*V, 'D =20 /uA " V G 1 S ( 0 F F ) < 2,5 V 

2 -es Gate -Source zárófeszül tség 
V D S = 1 5 V . VG1S = 0 , l D = 2 0 / J A _ v G 2 S ( O F F ) < 2,0 V 

D I N A M I K U S J E L L E M Z Ő K 
V D S = 1 5 V , l D = 1 0 m A , V G 2 5 = A V , f = lMHz 

T Q m ^ = 25°C h a m i s k é n t n incs megadva 
J E L Ö L É S BF 9 6 4 EGYSÉG 

Meredekség Y f s > 1 5 17 mS 

' l - e s Gate bemenő kapaci tás C i S S g l 2,5; <3,0 PF 

2 -es Gate berrenó kapacitás 

^1S=°< V G2S=^V c i S S g 2 V PF 

Visszaható kapac i tás (G és S földelve) C r S S 25 ; < 35 PF 

Kimenő kapaci tás C o S S 1,0; <1,3 PF 
Te l jes í tmény erősítés 

V D S = 1 5 V i 'D = 1 0 m A . X32S= A V 

g G =2mS, g L =0,5mS , f =200MHz Gps 25 dB 

Zajtényező 
V D S = 1 5 V , 'D = 1 0 m A - ^ 2 S = * V 

g G =2mS , f = 200MHz F 1,0 dB 

Schronk László 

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető Ágazat Fejlesztése készséggel áll felhasználóink 
rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337). 
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